
7 . < 

aN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE 



^ EMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT 

Rainald Sander ATTORNEY DOCKET NO.: P00,0184 

SERIAL NO.: 09/497,618 GROUP ART UNIT: 

DATE FILED: February 3, 2000 EXAMINER: 

INVENTION: TEMPERATURE-PROTECTED SEMICONDUCTOR SWITCH 

Assistant Commissioner of Patents and Trademarks 
Washington, D.C., 20231 
Sir: 

Please enter of record in the file of the above application, the attached certified 
copy of German Application No. 199 04 575.5 filed February 4, 1999 and referred to in 
the Declaration filed in this application. Applicant claims priority of the February 4, 1999 
filing date of the attached German Application under the provisions of 35 U.S.C. Section 
119. 



Re«pe 

W 11 a 




R^pectfuUj 

(Reg. No. 39.056) 



William E. Vaughan 
HILL &SIMl¥oN 
A PROFESSIONAL CORPORATION 
85TH FLOOR SEARS TOWER 
CHICAGO, ILLINOIS 60606 
TELEPHONE: (312)-876-0200 
ATTORNEYS FOR APPLICANT 

CERTIFICATE OF MAILING 

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States 
Postal Service as First Class Mail in an envelope addressed to the Commissioner of Patents 
and Trademarks, Washington, D.C/l023l (ft July 12, 2000. 




BUND^REPUBLIK DEU^CHLAND 




Bescheinigung 



Die Siemens Aktiengesellschaft in Munchen/Deutschland hat eine Patentanmeldung 
unter der Bezeichnung 

"Temperaturgeschutzter Hatbleiterschalter" 

am 4. Februar 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. 

Die angehefteten Stucke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprung- 
lichen Unterlagen dieser Patentanmeldung. 

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorlaufig die Symbole 
H 01 L und H 02 H der Internationalen Patentklassifikation erhalten. 



Munchen, den 21 . Februar 2000 
Deutsches Patent- und Markenamt 
Der Prasident 

Im Auftrag 



Aktenzeichen: 199 04 575.5 



A 9161 

06 90 
11/98 



GR 99 P 1153 



1 



Beschreibung 

Temper a turgeschiitzter Halblei terschal ter 

5 Die vorliegende Erfindung betrifft einen temperaturgeschut z- 
ten Halbleiterschalter mit einem Halbleiterschaltelement aus 
einer Vielzahl an parallel geschaltenen Zellen, das eine in- 
tegrierte Reversdiode aufweist, und mit einem Temperatursen- 
sor, wobei das Halbleiterschaltelement und der Temper atursen- 
10 sor zusammen in einem Halblei ter-Korper vom ersten Leitfahig- 
keitstyp integriert sind und wobei der Temperatursensor beim 
^ Auftreten einer Ubertemperatur ein erstes Signal erzeugt. 

Zum Schutz vor einer thermischen Uberlastung werden Halblei- 
15 terschalter, insbesondere Leistungsschalter , mit integrierten 
Temperatursensoren versehen. Die Temperatursensoren erfassen 
die Temperatur des Leistungsschalters und setzen diese in ein 
temperaturabhangiges, analoges Signal urn, welches dann in ei- 
ner Schaltung ausgewertet werden kann. Hierdurch ist zum Bei- 
20 spiel ein Abschalten des Halblei terschalters moglich, wenn 
eine bestimmte, vorgegebene Temperatur uberschr i tten wurde . 

Figur la zeigt eine prinzipielle T^sicht eines derartigen 
Halbleiterschalters , Der Halbleiterschalter 1 besteht dabei 
^5 aus einem Halbleiterschaltelement Tl, z.B. einem MOSFET, das 
eine Vielzahl an parallel geschalteten Zellen (nicht darge- 
stellt) aufweist. In der Nahe der heiBesten Stelle ist ein 
Temperatursensor TS integriert, der beispielsweise als Diode, 
Bipolartransistor oder aber Thyristor ausgefilhrt sein kann. 
30 Der Temperatursensor TS ist zusammen mit dem Halbleiterschal- 
telement Tl in einem Halblei terkorper integriert. Uber eine 
Signalleitung SLl gibt der Temperatursensor TS bei Uber- 
schreiten einer vorgegebenen Temperatur ein Signal aus, wel- 
ches von einer (nicht gezeigten) Auswertung verarbeitet wer- 
35 den kann. Das Signal kann dann dazu hergenommen werden, das 
Halbleiterschaltelement Tl abzuschal ten , Hierdurch kann eine 
tiberhitzung und somit eine Zerstorung des Halblei ter schalte- 
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lementes Tl vermieden werden. In Figur lb ist der prinzipiel- 
le Schaltplan des Halblei ter schal teiementes Tl, einem MOSFET, 
und des Temper atursensors TS dargestellt. Technologisch be- 
dingt weist ein MOSFET eine integrierte Reversdiode Dl auf . 
5 Fiir die Verschaltung eines Temperatursensors TS mit dem Halb- 
lei terschaltelement sind viele Varianten bekannt, so dalb nur 
ein Blocksymbol fur den Temperatursensor dargestellt ist, der 
uber die Signalleitung 1 mit einem Statusausgang STl verbun- 
den ist. Eine Schal tungsanordnung zum Erfassen der Ubertempe- 
10 ratur eines Halblei terschalters in integrierter Form ist bei- 
spielsweise in der EP 0 341 482 Al beschrieben. 

Wird der Temperatursensor zusammen mit dem Halblei terschalte- 
lement in einem Halblei terkdrper integriert, so kann die dem 

15 Halblei ter schal telement technologisch integrierte Diode von 

Source nach Drain Probleme bereiten. Wird diese statisch oder 
temporar in Flufirichtung betrieben, so produziert sie freie 
Ladungstrager . Die freien Ladungs tr ager bilden mit dem inte- 
grierten Temperatursensor eine parasitare Struktur. Dies kann 

20 dazu ftlhren, dali der Temperatursensor vermeintlich eine Uber- 
temperatur detektiert und somit ein Signal an die Auswertung 
abgibt . Dieser Fall kann beispielsweise dann auftreten, wenn 
leweils zwei temperatur geschut zte Highside- und Lowside- 
Schalter zu einer H-Briicke verschalten sind und ein Motor die 

25 Last darstellt. Da der Motor eine Induktivitat darstellt, 

konnen durch Rlickstrdme die integrierten Reversdioden aktiv 
werden und freie Ladungstrager produzieren. 

Um diesen unerwunschten Zustand zu verhindern, ist es be- 
30 kannt, den Temperatursensor mit einer geeigneten, fest im- 
plantierten Ladungstrager-Dif fusion zu integrieren, die den 
Temperatursensor ringformig umgibt. Durch das Anlegen einer 
Spannung zwischen die Ladungstrager-Di f fusion und der inte- 
grierten Reversdiode lassen sich die emittierten Ladungstra- 
35 ger einfangen, Hierdurch wird der Temperatursensor vor dem 
Eindringen von Ladungs tragern geschiitzt. Die Ladungs trager- 
Dif f usionsringe, die auch als sogenannte "Saugringe" bekannt 
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sind, haben jedoch bei hohen Strbmen durch die integrierte 
Reversdiode nur eine begrenzte Wirkung. Um auch bei hohen 
Stromen die Ladungs trager einfangen zu kbnnen, miilite die La- 
dungs trager-Di f fusion sehr breit ausgefuhrt werden. Dies hat- 
5 te jedoch den Nachteil, daiJ der Temperatursensor eine relativ 
grolie Entfernung zur heiBesten Stelle des Halbleiterschal te- 
lementes aufweist. Gerade bei Halbleiterschal tern mit emer 
hohen Stromdichte ist jedoch die Reaktionszeit des Tempera- 
tursensors bei thermischer Oberlastung des Halblei ter schal te- 

10 lementes von grolier Bedeutung. Wird die Ladungst rager- 

Diffusion andererseits zu gering ausgefuhrt, so kann diese 
den Temperatursensor bei sehr hohen Stromen durch die Revers- 

' diode Dl nicht ausreichend effektiv schtltzen, um die uner- 

wunschten parasitaren Effekte zum Temperatursensor zu verhin- 

15 dern. 



Ausgehend von diesem Stand der Technik besteht die Aufgabe 
der vorliegenden Erfindung deshalb darin, einen temper a turge- 
schutzen Halblei terschal ter vorzusehen, der auf einfache Wei- 
20 se das Ansprechen des Temperatursensor s nur im Falle einer 
Ubertemperatur ermbglicht . 

Diese Aufgabe wird in dem ga ttungsgemaBen, t emperaturge- 
schutzten Halblei terschal ter gemali dem Oberbegriff des Pa- 
|?5 tentanspruchs 1 dadurch gelost, dal5 ein Ladungs trager- 

Detektor vorgesehen ist, der beim Auftreten von freien La- 
dungstragern in dem Halblei ter korper ein zweites Signal er- 
zeugt . 

30 Der Ladungs trager-Detektor ist vorteilhaf terweise derart aus- 
gebildet, daB zwischen dem Ladungstrager-Detektor , dem Halb- 
leiterkorper und zumindest einer Zelle des Halblei terschalte- 
lementes ein parasitares Bauelement gebildet wird. Diese pa- 
rasitare Struktur ermbglicht im Falle der Produktion von 

35 freien Ladungstragern durch die integrierte Reversdiode eine 
Signaler zeugung . Werden das erste und das zweite Signal einer 
Auswertung zugefuhrt und dort logisch miteinander verknlipft, 
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so ist die Anzeige einer eindeutigen Obertemperatur im Halb- 
leiterschaltelement sicher gestellt . 

Vorteilhaf terweise wird der Ladungstrager-Detektor benachbart 
5 dem Temperatur sensor angeordnet, der seinerseits in der Nahe 
der heiliesten Stelle des Halblei terschal ters angebracht ist. 
Idealerweise wird der Ladungstrager-Detektor benachbart einer 
aus dem Halblei terschal ter heraus f uhrenden Signalleitung des 
Temperatursensors angeordnet. In diesem Fall kann eine Si- 

10 gnalleitung des Ladungstrager-Detektors raumlich benachbart 
der Signalleitung des Temperatursensors aus dem Halbleiter- 
schalter herausgef tihrt werden. Somit ist ein besonders einfa- 
ches Layout des Halblei terschal ters moglich, da gegenuber ei- 
nem aus dem Stand der Technik bekannten Halbleiterschalter 

15 nur wenige Anderungen vorgenommen werden mussen. 



Die Auswertung kann vorteilhaf terweise zusammen mit dem Halb- 
leiterschalter monolithisch im gleichen Halbleiterkorper in- 
tegriert werden. In diesem Fall ist eine besonders raumspa- 
20 rende Anordnung des temperaturgeschut zten Halblei ter schal ter s 
moglich. Es ist selbstverstandlich jedoch auch den}:bar, die 
Auswertung in einem separaten Halblei ter chip unter zubringen 
und diesem beispielsweise mittels einer Chip-on-Chip-Montage 
auf dem Halbleiterschalter auf zubringen . 

25 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den Un- 
ter an spr lichen . 



Die Erfindung wird weiter anhand der folgenden Figuren erlau- 
30 tert. 



Es zeigen: 



35 



Figur la eine prinzipielle, aus dem Stand der Technik be- 

kannte, Draufsicht auf einen temperaturgeschut zten 
Halbleiterschalter, 
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Figur lb das zu Figur lb dazugehorige Schaltbild, 

Figur 2 eine Draufsicht auf den er f indungsgemai^en tempera- 
turgeschlit zten Halblei terschal ters in einer prinzi- 
piellen Darsteilung, 

Figur 3 das zu Figur 2 zugehorige elektrische Schaltbild 
und 



Figur 4 einen Querschnitt durch den Halbleiter korper des 

er f indungsgemalien temperaturgeschut zten Halbleiter- 
schalters . 



Figur 2 zeigt eine prinzipielle Draufsicht auf einen erfin- 
dungsgemalien temperaturgeschut zten Halbleiterschal ter 1. Die- 
ser besteht aus einem Halblei ter schaltelement Tl, welches aus 
einer Vielzahl an parallel geschalteten MOS-Zellen (nicht 
dargestellt) besteht. In der Nahe der heiiiesten Stelle des 
Halbleiterschaltelementes Tl ist ein Tempera tursensor TS an- 
gebracht, der uber eine Signallei tung SLl an einem Statusaus- 
gang STl beim Uberschrei ten einer vorgegebenen Temperatur- 
schwelle ein Signal erzeugt. Benachbart dem Temperatursensor 
TS ist ein Ladungs t rager-Detektor LD angeordnet, der eben- 
falls eine Signalleitung SL2 aufweist, die mit einem Statu- 
sausgang ST2 verbunden ist. Der Ladungs trager-Detektor LD ist 
dabei benachbart dem Temperatursensor TS angeordnet, wobei 
die bevorzugte Stelle nahe der Verbindungsstelle der Signal- 
leitung SLl und dem Temperatursensor TS besteht. Der Ladungs- 
trager-Detektor LD kdnnte selbstverstandlich an jeder belie- 
bigen Stelle im Halblei terschaltelement Tl angeordnet sein. 
Die gezeigte Aus fuhrungs form stellt jedoch die am einfachsten 
zu produzierende Form dar. 



In Figur 3 ist das elektrische Schaltbild des erf indungsgema- 
Ben temperaturgeschut zten Halblei terschalters 1 dargestellt. 
Das Halbleiterschaltelement Tl ist als MOSFET ausgefuhrt, der 
technologisch bedingt eine integrierte Reversdiode Dl auf- 
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weist. Die Anode der Reversdiode Dl ist dabei mit dem Source- 
Anschlufi) des MOSFETs verbunden, wahrend die Kathode mit dem 
Drain-AnschluB in Verbindung steht. Weiterhin weist der Halb- 
lei terschal ter 1 den Temperatursensor TS und Ladungs trager- 
Detektor LD auf, die beide uber eine Signalleitung SLl bezie- 
hungsweise SL2 mit einer Auswertung AW verbunden sind. An ei- 
nem Statusausgang ST3 erzeugt die Auswertung AW ein Signal, 
welches aus einer Verkniipfung der an den S tatusausgangen STl 
beziehungsweise ST2 anliegenden Signale erfolgt. 

Die Auswertung arbeitet dabei f olgendermalien : Es wird ange- 
nommen, dafi» der Temperatursensor TS im Falle einer Uber- 
schreitung einer vorgegebenen Temperatur ein logisches H er- 
zeugt. Produziert die integrierte Reversdiode Dl freie La- 
dungstrager, so liege am Statusausgang ST2 ein logisches H, 
ansonsten L an. 

Wird durch einen bestimmten Betriebszustand die Reversdiode 
Dl in Flulirichtung betrieben, so produziert sie freie La- 
dungstrager. Hierdurch bedingt spricht aufgrund einer parasi- 
taren Struktur der Temperatursensor TS an und erzeugt am Sta- 
tusausgang STl ein logisches H. Gleichzeitig spricht auch der 
Ladungstrager-Detektor LD an, so dali er gleichermaBen ein lo- 
gisches H an seinem Statusausgang ST2 erzeugt. In diesem Fall 
erzeugt die Auswertung AW an ihrem Statusausgang STB zum Bei- 
spiel ein logisches L, welches gleichbedeutend mit einem Nor- 
ma Ibetriebszus tand ist . 

Wird das Halblei terschaltelement Tl aufgrund eines unnormalen 
Betriebszustandes sehr heiB, so spricht der Temperatursensor 
TS an und erzeugt ein logisches H am Statusausgang STl. Da in 
diesem Fall die Reversdiode Dl jedoch keine freien Ladungs- 
trager produziert, verbleibt am Statusausgang ST2 ein logi- 
sches L. Die Auswertung AW generiert aus diesen beiden Ein- 
gangssignalen an ihrem Statusausgang ST3 ein logisches H, was 
gleichbedeutend mit einer Ubertemperatur ist. In diesem Fall 
kann eine weitere (nicht gezeigte) Auswertung tatig werden, 
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welche beispielsweise den Halblei ter schal t er 1 ausschaltet 
Oder aber eine S trombegrenzung aktiviert. 

In Figur 4 ist ein Querschnitt durch den Halblei ter korper des 
temperaturgeschiit zten Halbleiterschal ter s 1 dargestellt. Urn 
die Wirkungsweise der Erfindung welter zu verdeutlichen, sind 
zudem die elektrischen Schal tsymbole einge zeichnet . In dem 
Halbleiterkorper ist eine Vielzahl an MOS-Zellen M angeord- 
net. Der einf achhei thalber ist in Figur 4 nur eine einzige 
derartige MOS-Zelle M dargestellt. Die MOS-Zellen M umgeben 
ledoch den Temperatursensor TS und den Ladungstrager-Detektor 
von alien Seiten. Die MOS-Zelle M ist in bekannt erwei se ange- 
ordnet, das heiBt im n-dotierten Halbleiterkorper ist eine p- 
dotierte Wanne 3 eingelassen, in welcher ihrerseits eine n- 
d':)tierte Sourcezone angeordnet ist. Die Sourcezone 4 ist da- 
bei elelitrisch nach auBen mit einera Sourceanschluli verbunden. 
Die Gateelektroden G sind durch ein (nicht gezeigtes) Ga- 
teoxid uber der p-Wanne angeordnet. Der n-dotierte Halblei- 
terkorper 2 ist mit einem Drainkontakt D verbunden. 

Benachbart einer MOS-Zelle M ist ein Temperatursensor TS an- 
geordner. In der vorliegenden Figur ist dieser als Bipolar- 
transisror 8 ausgefiihrt. Hierzu wird in dem Halbleiterkorper 
2 eine p-Wanne 5 eingelassen, in welcher wiederum eine stark 
n-dotierte Schicht 6 gelegen ist. Die n-dotierte Schicht 6 
ist mit der Signalleitung SLl mit dem S t atusausgang STl ver- 
k)unden. Durch diese Struktur ist der npn-Bipolartrans istor 8 
gebildet . 

Benachbart dem Temperatursensor TS ist der Ladungs trager- 
Eierektor LD angeordnet, der in Form einer stark p-dotierten 
Wanne im Halbleiterkorper 2 realisiert ist. Die p-dotierte 
Wanne 7 ist liber die Signalleitung SL2 mit dem S tatusausgang 
ST2 verbunden . 

E)ie p-Wanne 3 bildet zusammen mit dem n-dotierten Halbleiter- 
korper 2 die technologisch bedingte Reversdiode Dl . Wird die- 
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se Diode Dl temporar in Flulirichtung, das heiBt von der p- 
Wanne zum Halbleiterkorper 2, betrieben, so wird gleichzeitig 
der parasitare Bipolartransistor 9, der sich aus der p-Wanne 
3, dem Halbleiterkorper 2 und der p-Wanne 5 des Temperatur- 
sensors bildet, aktiv. Werden folglich Ladungstrager von der 
p-Wanne 3 zum Halbleiterkorper 2 freigesetzt, so flielit ein 
Strom uber den parasitaren Bipolartransistor 9 in die p-Wanne 
5. Diese stellt die Basis des als Bipolartransistor ausge- 
fuhrten Temperatursensors TS dar, der somit am S tatusausgang 
ST 1 ein Signal produziert, welches eine Temperaturerhohung 
simuliert. Gleichzeitig wird jedoch auch der parasitare Bipo- 
lartransistor 10 aktiv, der sich aus der p-Wanne 3 der MOS- 
Zelle M, dem Halbleiterkorper 2 und der p-Wanne 7 des La- 
dungstrager-Detektors LD bildet aktiv. Es wird deshalb am 
Statusausgang ST2 auch ein Signal erzeugt. Durch die geeigne- 
te Verknupfung der an den Statusausgangen STl und ST2 anlie- 
genden Signale in der Auswertung AW kann eine echte Ubertem- 
peratur von einer vermeint lichen Ubertemperatur unterscheiden 
werden . 



Durch diese einfache Vorgehensweise kann sehr einfach und vor 
allem platzsparend eine sehr effektive Temperaturuberwachung 
realisiert werden. Der Temperatursensor kann, wie gewunscht, 
in der Nahe der heiiiesten Stelle des Halbleiter schal ters 1 
integriert werden. Die Nachteile aus dem vorher beschr iebenen 
Stand der Technik werden somit auf einfache Weise umgangen. 
Die Herstellung der er f indungsgemaBen temperaturgeschut z ten 
Halbleiterschalters ist mit nur wenigen geanderten Herstel- 
lungsschritten gegenuber einem ublichen temperaturgeschut zten 
Halblei ter schal ter moglich . 
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Bezugszeichenliste 

1 Halblei ter schal ter ( temperaturgeschut zt ) 

2 Halbleiterkorper 
5 3 Basis 

4 Source 

5 Wanne (p) 

6 Wanne (n) 

7 Wanne (P) 

10 8 Bipol ar transistor 

9 Parasitarer Bipolartransistor 

10 Parasitarer Bipolartransistor (Ladungstrager-Detektor ) 

Tl Halblei ter schal t element (MOSFET) 

15 Dl Reversdiode 

M MOS-Zelle 

SLl S ignallei tung 

STl S tatusausgang 

LD Ladungstrager-Detektor 

20 SL2 Signalleitung 

ST2 S tatusausgang 

AW Auswertung 

ST3 S tatusausgang 



25 
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Patentansprliche 

1. Temperaturgeschutzter Halbleiterschal ter (1) mit einem 
Halbleiterschaltelement (Tl) aus einer Vielzahl an parallel 

5 geschaltenen Zellen (M) , das eine integrierte Reversdiode 

(Dl) aufweist, und mit einem Temperatur sensor (TS), wobei das 
Halbleiterschaltelement (Tl) und der Temper atursensor (TS) 
zusammen in einem Halbleiterkorper (2) vom ersten Leitfahig- 
}:eitstyp integriert sind und wobei der Temperatursensor (TS) 
10 beim Auftreten einer Ubertemperatur ein erstes Signal (STl) 
er zeugt , 

dadurch gekennzeichnet, dafl 
ein Ladungstrager-Detektor (LD) vorgesehen ist, der beim Auf- 
treten von freien Ladungstragern in dem Halbleiterkorper ein 
15 zweites Signal (ST2) erzeugt. 

2. Temperaturgeschutzter Halbleiterschalter nach Patentan- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Ladungstrager-Detektor derart ausgebildet ist, dali zwi- 

20 schen dem Ladungstrager-Detektor (LD) , dem Halbleiterkorper 
(2) und mindestens emer Zelle (n) des Halbleiterschal tele- 
mentes ein parasitares Bauelement gebildet wird. 

3. Temperaturgeschutzter Halbleiterschalter nach Anspruch 1 
25 Oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, daB das erste und 
das zweite Signal einer Auswertung zugefuhrt und dort logisch 
miteinander verkniipft werden, zur Anzeige einer eindeutigen 
Ubertemperatur im Halbleiterschaltelement . 

30 

4. Temperaturgeschutzter Halbleiterschalter nach Anspruch 1 
bis 3, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Ladungs- 
trager-Detektor benachbart dem Temperatursensor angeordnet 
35 ist . 
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5. Temperaturgeschut zter Halbleiterschal ter nach einem der 
vorhergehenden TVnspruche , 

dadurch gekennzeichnet, daB der Tempera- 
5 tursensor in der Nahe der heiBesten Stelle des Halblei ter kor 
pers angebracht ist . 

6. Temperaturgeschutzter Halbleiterschal ter nach einem der 
vorhergehenden Ansprliche, 

10 dadurch gekennzeichnet, daI5 der Ladungs- 
trager-Detektor benachbart einer aus dem Halblei terschal ter 
^ herausf uhrenden Signalleitung des Temperatursensor s angeord 
net is t . 

15 7. Temperaturgeschiitzter Halbleiterschal ter nach einem der 
vorhergehenden Anspruche , 

dadurch gekennzeichnet, daB die Auswer- 
tung zusammen mit dem Halblei terschal ter monolithisch inte- 
griert ist. 

20 

8. Temperaturgeschiitzter Halbleiterschal ter nach einem der 
vorhergehenden Anspruche , 

dadurch gekennzeichnet, daB als Tempera- 
tursensor ein Bipolartransis tor oder Thyristor vorgesehen 
25 ist. 

9, Temperaturgeschiitzter Halblei terschal ter nach einem der 
vorhergehenden TVnspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, dai3 der erste 
30 Leit f ahigkeitstyp n-leitend ist. 
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Zusammenf assung 

Es wird ein temperaturgeschut z ter Halblei terschalter mit ei- 
nem Halblei terschaltelement aus einer Vielzahl an parallel 
5 geschalteten Zellen, das eine integrierte Reversdiode auf- 
weist, und mit einem Temperatursensor vorgeschlagen, wobei 
das Halbleiterschaltelement und der Temperatursensor zusammen 
in einem Halblei terkorper vom ersten Leit f ahigkeitstyp inte- 
griert sind. Der Temperatursensor erzeugt beim Auftreten ei- 

10 ner Ubert emperatur ein erstes Signal. Ferner ist ein Ladungs- 
trager-Detektor vorgesehen, der beim Auftreten von freien La- 
dungs tragern, bedingt durch die integrierte Reversdiode in 
dem Halbleiterkorper ein zweites Signal erzeugt. Das erste 
und zweite Signal werden einer Auswertung zugefiihrt, welche 

15 nur im Fall einer echten Ubertemperatur zum Beispiel das Ab- 
schalten des Halblei terschalters iibernimmt. 



Figur 2 
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